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I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets whiclt have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

the international application as originally filed. 

the description, pages 1-20 , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-19 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, , filed with the letter of 

. , filed with the letter of 



23 June 2004 (23.06.2004^ 



the drawings, sheets/fig , 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/6-6/6 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. Trie amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 



□ 

the drawings, sheets/fig 



2 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial aDDlicabilitv 
citations and explanations supporting such statement applicability, 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-19 



1-19 



1-19 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 
1. Reference is made to the following document: 

Dl: WO-A-01/99163 (PHILIPS ELECTRONICS NV) 
27 December 2001. 



2.1 



Document Dl is considered to be the closest prior art 
for the subject matter of claim 1. Dl discloses (the 
references in parentheses are to Dl) : 

a CMOS component having a capacitor structure, which 
comprises : 

- at least two metallization planes (LI, L5 in 
figure 6) ; 

- electrically conductive regions between the 
metallization planes (L2 to L4 in figure 6) , each 
electrically conductive region being connected to 
only one metallization plane by conductive vias. 



The subject matter of claim 1 differs from the above 
in that said electrically conductive regions between 
the metallization planes are configured as 
homogeneous, continuous regions, and therefore the 
connection by means of conductive vias can be 
dispensed with. The subject matter of claim 1 is 
therefore novel. 
Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 
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The structure is produced as a homogeneous, 
continuous raised portion using a Damascene process 
The use of this technique is not suggested by the 
prior art. The subject matter of claim 1 is 
therefore inventive. 



2.3 Document Dl further discloses: 

a method for producing a semiconductor component 
(page 6, lines 21 ff.), in which method an 
electrically conductive region (second layer of 
metal, page 7, line 8) is formed between 
metallization planes in an insulating layer (silicon 
dioxide, page 7, line 3) and is connected to only one 
of the metallization planes (figure 6 in Dl) . 

The subject matter of claim 16 differs from the above 
in that said electrically conductive regions between 
the metallization planes are configured as 
homogeneous, continuous regions, and therefore the 
step of connection by means of conducting vias can be 
dispensed with. The subject matter of claim 16 is 
therefore novel. 



2.4 



The reasoning concerning claim 1 also applies, 
mutatis mutandis, to claim 16. The subject matter of 
claim 16 is therefore inventive. 

Claim 2 is not clear, m claim 2 a capacitor 
structure is characterized by a method for producing 
it. The decisive technical (structural) feature 
which results from this method of production, namely 
that the electrically conductive regions located 
between the metallization planes are configured as 
homogeneous, continuous regions, is already mentioned 
in claim 1. Consequently, claim 2 contains no 
additional features. 
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4. The remaining claims, being dependent claims, are 
both novel and inventive. 
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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (ErsatzblMer, die dem Anmetdeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprQng/ich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefQgt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70 17))' 



Beschreibung, Seiten 

1-20 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 ~ 19 eingegangen am 23.06.2004 mit Schreiben vom 22.06.2004 

Zeichnungen, Blatter 

in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der BehOrde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfOgung oder wurden in dieser eingereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Beherde in der Sprache: zur Verftigung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veraffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der internationalen voriaufigen PrQfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehGrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist 

□ bei der Beherde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die ErklSrung, daft das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erkiarung, daft die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 
angegebenen GrQnden nach Auffassung der BehGrde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbiatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. BegrQndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zurSttitzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: AnsprQche 1-19 

Nein: AnsprQche - 
Ja: AnsprQche 1-19 

Nein: AnsprQche - 
Ja: AnsprQche: 1-19 

Nein: AnsprQche: - 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00964 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststeliung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststeliung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 01 991 63 A (PHILIPS ELECTRONICS NV) 27. Dezember 2001 

2.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Ein CMOS-Bauelement mit einer Kapazitatsstruktur mit 

- mindestens zwei Metallisierungsebenen (L1 , L5 in Fig. 6) 

- elektrisch leitenden Bereichen zwischen den Metallisierungsebenen (L2 bis L4 in 
Fig. 6), die jeweils nur mit einer der Metallisierungsebenen durch leitende Vias 
verbunden sind, 

wovon sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB die besagten 
elektrisch leitenden Bereiche zwischen den Metallisierungsebenen als homogene, 
zusammenhangende Bereiche ausgebildet sind, so daB die Verbindung durch leitende 
Vias wegfallen kann. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu. 

2.2 Die Realisierung der Struktur als homogen zusammenhangende Erhebung wird 
durch den Einsatz eines Damaszener-Prozesses moglich. Die Verwendung dieser 
Technik wird durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Der Gegenstand von 
Anspruch 1 ist daher erfinderisch. 



2.3 Dokument D1 offenbart weiter: 

Ein Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelements (S. 6, Z. 21 ff), bei dem in 
einer Isolationsschicht (silicon dioxide, S. 7 Z. 3) zwischen Metallisierungsebenen ein 
elektrisch leitender Bereich ausgebildet wird (second layer of metal, S. 7, Z. 8) und 
nur mit einer der Metallisierungsebenen verbunden wird (Fig. 6 in D1), 

wovon sich der Gegenstand des Anspruchs 16 dadurch unterscheidet, daB die 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00964 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

besagten elektrisch leitenden Bereiche zwischen den Metallisierungsebenen als 
homogene, zusammenhangende Bereiche ausgebildet werden, so da8 der Schritt des 
Verbindens durch leitende Vias wegfallen kann. Der Gegenstand von Anspruch 16 ist 
daher neu. 

2.4 Die Argumentation zu Anspruch 1 gilt sinngemaG auch fur Anspruch 1 6. Der 
Gegenstand von Anspruch 16 ist daher erfinderisch. 

3. Anspruch 2 ist nicht klar. In Anspruch 2 wird eine Kondensatorstruktur durch eine 
Methode zu ihrer Herstellung charakterisiert. Das entscheidende technische 
(strukturelle) Merkmal, das aus dieser Herstellungsmethode resultiert, namlich die 
Tatsache, daB die zwischen den Metallisierungsebenen liegenden elektrisch leitenden 
Bereiche als homogene, zusammenhangende Bereiche ausgebildet sind, ist bereits in 
Anspruch 1 genannt. Anspruch 2 enthalt daher auch keine weitergehenden Merkmale. 

4. Die verbleibenden Anspruche sind als abhangige Anspruche sowohl neu als auch 
erfinderisch. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



21 



Neue Patentanspruche 1 bis 19 

1 . Halbleiterbauelemerit 

5 - mit einem Halbleitersubstrat und einer auf dem Halblei- 
tersubstrat ausgebildeten Isolationsschicht und 

- mit einer Kapazitatsstruktur , welche in der Isolations- 
schicht ausgebildet ist, wobei die Kapazitatsstruktur min- 
destens zwei Metallisierungsebenen (1 bis 7) zur Erzeugung 

10 eines ersten Teils einer Kapazitatsoberf lache aufweist, 

welche sich im wesentlichen parallel zur Substratoberf la- 
che erstrecken und jeweils mit einer von zwei Anschluss- 
leitungen elektrisch verbunden sind, wobei 

- die Kapazitatsstruktur mindestens einen elektrisch leiten- 
15 den Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a bis 36a; 41a bis 

46a; 5a bis 5f) aufweist, welcher zur Erzeugung eines 
zweiten Teils der Kapazitatsoberf lache zwischen den Metal- 
lisierungsebenen (1 bis 7) in der Isolationsschicht ausge- 
bildet ist # und 

20 - der elektrisch leitende Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 
bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) nur mit einer der Metal- 
lisierungsebenen (1 bis 7) elektrisch verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- der elektrisch leitende Bereich (la bis* 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 
25 bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) als homogene, zusammen- 

hangende Erhebung ausgebildet ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

30 - die elektrisch leitenden Bereiche (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 

31a bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) durch einen Damasze- 
ner-Prozess hergestellte Gebiete sind. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
35 dadurch gekennzeichnet, dass 
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der elektrisch leitende Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 
bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) im wesentlichen senkrecht zu 
den Metallisierungsebenen (1 bis 7) angeordnet ist. 



jede der beiden Metallisierungsebenen (1, 2) als zusammenhan- 
gende Platte ausgebildet ist und mit zumindest jeweils einem 
10 elektrisch leitenden Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2j) verbunden 
ist . 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15 die erste Metallisierungsebene (1) mit mehreren stabformig 
ausgebildeten erst en elektrisch leitenden Bereichen (la bis 
lj) und die zweite Metallisierungsebene (2) mit mehreren 
stabformig ausgebildeten zweiten elektrisch leitenden Berei- 
chen (2a bis 2j) verbunden ist. 

20 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die ersten stabf ormigen, elektrisch leitenden Bereiche (la 
bis lj) mit einem festen Abstand (a) zueinander an der ersten 

25 Metallisierungsebene (1) angeordnet sind und sich in Richtung 
zur zweiten Metallisierungsebene (2) erstrecken und die zwei- 
ten stabf ormigen, elektrisch leitenden Bereiche (2a bis 2 j ) 
mit einem festen Abstand (a) derart zueinander an der zweiten 
Metallisierungsebene (2) angeordnet sind, dass sie sich je- 

30 weils zwischen den ersten stabf ormigen Bereichen (la bis 1 j ) 
in Richtung zur ersten Metallisierungsebene (1) hin erstre- 
cken. 

7. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, 

35 dadurch gekennzeichne't, dass 

die ersten stabf ormigen Bereiche (la bis ;ij) eine erste Lange 
Li aufweisen, die zweiten stabf ormigen Bereiche (2a bis 2j) 



5 



4. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Anspru- 



che, 

dadurch gekennzeichnet, 'dass 
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eine zweite Lange L 2 , aufweisen, wobei die Lange L 2 groSer, 
kleiner oder gleich der Lange Li ist, und die Summe der Lan- 
gen L x und L 2 eines ersten und eines zweiten stabformigen Be- 
reichs (la bis 1 j ; 2a bis 2j) groSer als ein Abstand (b) zwi- 
5 schen den beiden Metallisierungsebenen (1, 2) ist. 

8. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

beide Metallisierungsebenen (3, 4) jeweils aus zumindest zwei 
10 parallel zueinander angeordneten elektrischen Leitungen (31 
bis 36; 41 bis 46) aufgebaut sind und die elektrischen Lei- 
tungen (31 bis 36) der ersten Metallisierungsebene (3) de- 
ckungsgleich zu den elektrischen Leitungen (41 bis 46) der 
zweiten Metallisierungsebene (4) angeordnet sind. 

15 

9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf jeder der ersten und zweiten elektrischen Leitungen (31 
bis 36; 41 bis 4 6) jeweils zumindest ein elektrisch leitender 
20 Bereich (31a bis 36a; 41a bis 46a) angeordnet ist. 

10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

mehrere stabformig ausgebildete erste elektrisch leitende Be- 
25 reiche (31a bis 3 6a) im festen Abstand (c) voneinander an je- 
der der ersten elektrischen Leitungen (31 bis 36) angeordnet 
sind und sich in Richtung der zweiten elektrischen Leitungen 
(41 bis 46) erstrecken und mehrere stabformig ausgebildete 
zweite elektrisch leitende Bereiche (41a bis 46a) ebenfalls 
30 im festen Abstand (c) aber versetzt zu den ersten elektrisch 
leitenden Bereichen (31a bis 36a) an jeder der zweiten elekt- 
rischen Leitungen (41 bis 46) angeordnet sind und sich zwi- 
schen den ersten stabformigen elektrisch leitenden Bereichen 
(31a bis 3 6a) in Richtung der ersten elektrischen Leitungen 
35 (31 bis 36) erstrecken. 
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11. Halbleiterbauelement nach Anspruch 10 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die stabformigen ersten Bereiche (31a bis 36a) eine erste 
Lange L x aufweisen, die stabformigen zweiten Bereiche (41a 
5 bis 46a) eine zweite Lange L 2 , aufweisen, wobei die Lange L 2 
groSer, kleiner oder gleich der Lange Li ist, und die Summe 
der Langen L x und L 2 eines ersten und eines zweiten stabformi- 
gen Bereichs (31a bis 36a; 41a bis 46a) grofier als der Ab- 
stand (d) zwischen den elektrischen Leitungen (31 bis 36; 41 
10 bis 46) ist. 

12 . Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

eine der beiden Metallisierungsebenen (5) als zusammenhangen- 
15 de Platte und die zweite Metallisierungsebene (6) in Form ei- 
nes Gitters ausgebildet ist. 

13. Halbleiterbauelement nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

20 auf der als zusammenhangende Platte ausgebildeten Metallisie- 
rungsebene (5) zumindest ein stabformig ausgebildeter , elekt- 
risch leitender Bereich (5a bis 5f) angeordnet ist, der sich 
in Richtung zur zweiten gitterf ormigen Metallisierungsebene 
(6) erstreckt und zumindest teilweise in eine Aussparung der 

25 gitterf ormigen Metallisierungsebene (6) hineinragt. 

14 . Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 12 oder 13 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

eine gitterf ormige dritte Metallisierungsebene (7) parallel 
3 0 und beabstandet zur zweiten Metallisierungsebene (6) auf die- 
ser angeordnet ist und die zweite und dritte Metallisierungs- 
ebene (6, 7) mittels elektrischer Verbindungen (61) miteinan- 
der elektrisch verbunden sind. 

35 15. Halbleiterbauelement nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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die stabf ormigen, elektrisch leitenden Bereiche (5a bis 5f) 
derart ausgebildet sind, dass sie durch die Aussparungen der 
zweiten Metallisierungsebene (6) hindurchragen und sich zu- 
mindest teilweise in die Aussparungen der dritten Metallisie- 
5 rungsebene (7) hinein erstrecken. 

16. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauelements, bei 
dem auf einem Halbleitersubstrat eine Isolationsschicht abge- 
schieden wird und in der Isolationsschicht eine Kapazitats- 

10 struktur (K) erzeugt wird, wobei die Kapazitatsstruktur (K) 
zumindest zwei Metallisierungsebenen (1 bis 7) aufweist, die 
im wesentlichen parallel zur Substratoberf lache ausgebildet 
we r den, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
15 ein elektrisch leitender, homogener Bereich (la bis lj ; 2a 

bis 2j; 31a bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) in der Isolati- 
onsschicht zwischen den Metallisierungsebenen (1 bis 7) aus- 
gebildet wird und der elektrisch leitende Bereich (la bis 1 j ; 
2a bis 2 j ; 31a bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) nur mit einer 
20 der Metallisierungsebenen (1 bis 7) elektrisch verbunden 
wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
25 der elektrisch leitende Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 

bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) als homogene zusammenhangen- 
de Erhebung ausgebildet wird, wobei der elektrische Bereich 
(la bis 1 j ; 2a bis 2j; 31a bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) 
ohne ein derartiges metallisches Gebiet ausgebildet wird, 
30 welches durch eine Strukturierung einer Metallisierungsebene 
(1 bis 7) erzeugbar ist 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

35 der elektrisch leitende Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 

bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) in der Isolationsschicht als 
Via-Struktur ausgebildet wird. 
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19. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der elektrisch leitenden Bereich (la bis 1 j ; 2a bis 2 j ; 31a 
5 bis 36a; 41a bis 46a; 5a bis 5f) im wesentlichen senkrecht zu 
den Metal 1 is ierungsebenen (1 bis 7) ausgebildet wird. 




